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A lightweight monolithic structure, comprises 
front and back plates (1.2) and a support 
framework (3) of carbon fiber-reinforced silicon 
carbide or carbon (C/SiC or C/C) ceramic bonded 
or mechanically joined together. An Independent 
claim is also included for production of the above 
lightweight structure, in which the support 
framewonk (3) is adhesive bonded between the 
front plate (1 ) and back plate (2) using a synthetic 
resin and the assembly is infiltrated with molten 




silicon which reacts with part of the carbon to 
form silicon carbide and produce a rigid 
permanently bonded monolithic structure. 
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Dle folgond™ Angaben sind den vom Anmolder orng-roichtso Unt»rlag«n antnommei. 

Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt „ 

aus faservertsrkter Keramik 
(S?) Bel der Herstellung von hoehsteifen Leichtgewicht- 
strukturen warden zur Bildung das StutzgerGetS P) rwi- 
schen einer Frontplatte (1) und einar Ruckplatte (2) ausfa- 
serverstarkter Karamik rohrformige und/oder plattenfor- 
mige und/oder leistenformige Teile aus faserverstarktem 
Kohlonstoff (C/C) oder kohlenstoffaserverstarktem Sihci- 
umcarbid (C/SiC) aufgestollt und mittels Kunstharz ver- 
klabt Die verblelbenden Leerraume beliebiger Geomatrie 
und Gr&Ge bilden dabel emsprechende Hohlraume in dor 
Uichtgewichtstnjktur aus. Danach wird diese Anordnung 
In einen Ofen unter Auf rechterhaltung einer nicht oxidia- 
renden Atmosphere auf mindestens die Schrnelztempe- 
ratur von SiNcium erhitzt wobei das geschmorzene Silici- 
um in den Warkstoff infiltrlert und zumind est tail weise mit 
- dam angebotenen Kohlenatoff zu Siliciumcarbid abrea- 
giert und nach dem AbkOhlen das so erhaltene StOuge- 
rust mit der Front- und Ruckplatte unverruckbar mlteinan- 
der zu einar monolhhischenLeicntgewichtstruktur ausfa- 
serverstarkter Keramik verbunden ist 
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» hrtillUM 2m Verbessenmg der QuerstabiMl sind in der GP-PS 

Beschreibung n 26 930 Leichtgewichtspiegel beacliriebcn. bei denen das 

klebte Halbzeug und fiinrt nach der Abkfihlung zur Ausbil- ^.^SSSb* Steifiekeit ge- 

leostoffaserverstarktes Sdioumcarbtd (C/S.Q. m Sand '^^^ bezug auf eine fehierfreie Herstellung be- 
"tS^KPS 2988959 ist cin Leichtgewichtspiegel in haftei. Dies wird deutlich, wenn man bedenkt, daB bcim 

verwendeL Die Herstellung de$ Spicgcls erfblgt m der j*™^,^!^ ™ Quarzglas Quarzgut Oder hochsi- 

platte wirken. AuBerden. zagen d f^^*^™f~ ^Z, zu emsprechenden Stiuktur-Inhomogenitatcn. AuBer- 

Formvcranderungen durch <*ermsche Verdnderungcn , uad ftbt zu _ WJJJJ"^ uud darflbcrhinlus mehrerc ther- 

Wa.seraufoahme. Derate Bautole «nd SOimt mcht lang- ^ ^^^™~ cS se notwendig. En GroBteil der 

"SSL sind aus der GP-PS 1167 898 Ixichlgcwichl- Hohlriurnc sind oil ft» J-JU*. was das Lcicht- 

thermisch^ Ausdehnungsko^em ^ Zuga^on jjr A ^ ^ ^ ^ff^ 

pansion Materials der Fa. Commg Class woiks, looming 5fi und 1?^^;, SO wie Warmeleitrahigkeit u. a.) 

ESSL Zeidco— 'und son* lokalen Verfbrmun- V^ndung £££ ^f^^^ir 
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in nur einem thcraiischen Behandlungsschritt und Obne Sin- 
icrhilfsrnittcl vor. Damit besteht die monolithische Leichl- 
gcwichtSCruktur aus faservcrst&rkter Keramik im Vcrgleich 
zum Stand derTecbnik insgesamt nur aus einem homogenen 
Werkstoff mil gleicben physikaUschcn Eigenschafien. 

Cielost wild dicse Aufgabe Fur eine Leich^gewicbtstniktur 
der eingangs charakterisierteo Art erfirtdungsgemaB da- 
durch, daB das Sttftzgerust (3) aus plattenffirmigen und/oder 
leistenfdrmigen und/odcr rohrfbrmigen und/oder T-forrai- 
gen und/oder U-formigcn und/oder T-formigen und/oder Y- 
fdrmigen Ifeilen besteht, die mictels eines Kunstharzcs un- 
vcrruckbar untcrcinander, cinen Hohlraum bildend, verbun- 
den sind, wobei die From- (I) und Ruckplatte (2) einerseits 
aus dem gleiched WerkstofT wie die platien- und/oder lei- 
sten- und/oder rohrfbrmigen und/oder T-formi gen und/oder 
U-formigen und/odcr T-fdrmigen und/oder Y-formigen 
Teilc der Stutzstruktur (3) besteht und andererseits der 
Kunstharz bei der ihermischen Behandlnng taw. Infiltration 
des gekiebten Sandwich-Halbzeugs mit Silicium zu einer 
monolithischen Struktur ebenfalls zum gleichen Werkstoff, 
vorzugsweise faserverstarkter Keramik, abreagiert Durch 
die Reaktionsinfiltration des gekiebten Halbzeuges mit ge- 
schmolzenern Silicium kommt es zur HersteUung der homo- 
genen Verbindung zwischen Fronlplaite, Riickplaue und 
dem StulzgerUst und dem entsprccbend zur Bildung einer 
monolithischen Leichigewichtstruklur aus kohlcnstoffaser- 
verstarktem Siliciumcarbid (C/SiQ. 

Weitere vorteilhafte Merkmale der erfindungsgemSBen 
Leichtgewichistruktur ergeben sich aus den Unteranspru- 
chen und in den Figuren dargestelllen Ausfuhningsbcispie- 
len. 

Es wurde gefunden, daB faserverstarkte Kcramiken auf 
der Basis von C/SiC und C/C uber hervorragende Steifig- 
keits- und Festigkeilseigenschaflen, ein hohe Warmelei- 
tung, eine nicdrige Warmeausdehnung, ausgezeichnete Kor- 
rosionsbestandigkeii, eine hohe HaVte und damit VerschleiE- 
bestandigkeit in Kombination mit einer niedrigen Dichte 
verfUgen. Dabei ist es absolut gas- und fltissigkeitsdicht. 
Dartiberhinaus sind faserverstarkte Keramiken im Vergleich 
zu Qas, Glaskeramiken und pulvcrmetalluigisch hergestell- 
icn Keramiken schr schadcnsiolerant und bruchunempfind- 
lich. Besonders hcrvorzuheben sind die groBe Geometrie- 
und Formenvielfalt bis zu Durchmessera von drei Mctem. 
ErfindungsgemaB kann das C/SiC und C/C mit kontinuierli- 
cherFaserverstarkung, mitFilz- oder Vliesverstarkung oder 
mil Kurzfaserverscarkung auf der Basis von Kohlenstoffa- 
sern verstarkt sein. Verstaxkungen mit anderen ihermisch 
stabilen Fascm sind im ertindungsgemaBen Gedanken mit- 
erfafit. 

Das Verfahren zur HersteUung crfindnngsgcrnafier hoch- 
steifer Leichtgewichtstrukturen ist dadurch gekennzeichnet, 
dafi zur Bildung des Stfltzgcriists (3) zwischen einer Front- 
platte (1) und einer Ruckplatte (2) leislcnformige und/oder 
rohrfbrmige und/oder plattenformige und/odcr T-fonnige 
und/oder U-formige und/oder T-fdnnige und/odcr Y-for- 
mige leiie aus faserverstarkter Keramik, vorzugsweise koh- 
lenstoff aserverstarkter Kohlenstoff (C/C) Oder kohlenstoff- 
fascrverstarktes Siliciumcarbid (C/SiC), aufgestellt und mit- 
tels Kunstharz verfclebi, die verblcibcnden Leerraume ent- 
sprechende Hohlraume ausbilden und danacb diese Anord- 
nung in einen Ofcn unter Autrechierhaitung einer nicht oxi- 
dierenden Atmosphare, vorzugsweise Vakuum, auf minde- 
Stens die Scbrnelzremperatur von Siliciurn (>1405°C) er- 
hitzt, daB geschmolzene Silicium in den Werkstoff inflltriert 
bzw. penetrieri und zumindest teilweise mil dem angebote- 
nen Kohlenstoff der Matrix und der Fas em zu Siliciumcar- 
bid abreagicrt und nacb dem Abkuhlcn das so erhaltene 



schen Leichtgewichtstruktur aus C/SiC verbunden ist. Die 
Silicium-Infilcratioii mit der damit vcrbundenen SiC-Reak- 
tion dicnt zum einen zur Verdichtung des StrukturwerksLOffs 
und zum anderen zur Fugung der Einzelsegmente zu einer 

5 monolithischen LcichLgewichtsiruktur. Der beim Zusam- 
menbau der Einzelkomponenten verwendete Kunstharz, 
vorzugsweise auf Phcnolharzbasis mit SiC- und/oder C- 
und/oder Si-Pulveranreichcrungen und/oder KohlcnsTorTa- 
sern, reagiert vorleilhafterweisc bei der thermischen Be- 

10 handlung vor Erreichen der SchmeUtemperatur von Sili- 
cium (1405°C) zu einem Kohlenstoff-Silicium^Siliciumcar- 
bid-Misch werkstoff ab, der eine ahnliche ZusammenseL- 
zung wie die verwendelcn Stnikturclemente hat, sodaB die 
chemaligen Fuge- bzw. KlcbeflSchen nach der Silicium-In- 

15 fiLtration die gleichen physikalischcn und chemischen Ei- 
genschaften wie der Strukcurwerkstoff aus faserverstarkter 
Keramik aufweisl. Es kommt durch die Silicium-Infillrarion 
zur Bildung einer monolithischen Struktur mit absolut ho- 
mogenen Eigcnschaflen. Das errindungsgem9Be Verfahren 

20 sieht vor, daB das zur IntHtradon/Rcuktion verwendete Sili- 
cium den zu infiltrierenden Bautei len pulverftrmig und/oder 
in Granulatform und/oder als SiUcium-Formkbrper angebo- 
ten wird. Dabei kann cr&ndungsgemafl das jewcils verwen- 
dete Silicium von unten und/oder von oben und/oder im In- 

Z5 neren des zu infiltrierenden Bauicils angeboten wtrden. 

Vorteilhafte Weiterbildungen des Vcrfanrens ergeben sich 
aus den Verf arirensunieransprucben. Anhand der Flg^ 1 bis 6 
werden erfindungsgemafle hochsteife LeichtgewichtStrukUi- 
ren und deren HersteUung beschricben. Es zei gt 

30 Fig» 1 einen Vertikalschnitt durch eine crfindungsgemaBe 
hochsteifen Leichtgewichtstruktur. 

Fig- 2 cinen Horizontdlschnitt durch das Sriitzgeriist der 
hochsicifcn Leichtgewichtstruktur nach Fig. I entlang der 
Ebene A-B. 

35 Fig* 3 einen Vcnikalschnin durch eine Anordnung zur 
HersteUung einer ertinduDgsgemaBen hochsteifen Leichtge- 
wichtstruktur. 

Fig. 4 einen Ausschrritt eines Horizontalschnitts durch die 
Anordnung nach Fig, 3 in der Ebene C-D. 
40 Fig. 5 entsprechendc Vertikalscruiitte durch Anordnungen 
zur HersteUung von erfindungsgcmaBen hochsteifen LcichL- 
gewichtsirukturen. 

Fig» 6 die Draufsicht auf eine Anordnung zur HersteUung 
einer crOndungsgcmaBen hochsteifen Leichtgcwichtstruk- 
45 tur. 

Wic aus der Fig. 1 crsicbdich, besteht die ertlndungsge- 
maBe hochsteife Leichtgewichtstruktur aus einer Frontplatte 
(1) und einer Riickplacte (2), die uber ein StutzgerOst (3) un- 
verriickbar miteinander verbunden sind. Das Stutzgerllst be- 
50 stent, wie aus Fig. 2 hervoi^eht, aus rohrfbrmigen Tbilen 
(4), die mittels cincs Kunstharzes vor der thermischen Be- 
handlung mit der Front- und Ruckplatte verbunden sind und 
einen Hohlraum (6) bilden, urn das Gewicht der Leichtge- 
wichtstruktur mdglichst gering zu halten. Im AnschiuS 
55 daran wird dann das aus Frontplatte (1) T Ruckplatte (2) und 
StUtzgeriist bestehende Halbzeug in einem Of en unter Sau- 
erstoffausschluB, vorzugsweise Vakuum, auf mindestens die 
Schmelztemperatur von SiUcium (>1405°C) erhitzt. Das ge- 
schmolzene Silicium inflltriert bzw. penetriert dann in die 
60 Gesarnlanordnung und reagiert zumindest teilweise mit dem 
angebotencn Kohlenstoff zu Siltciumcarbid ab. Diese Sih- 
ciuminfilrration bzw. Reaktion dicnt auch zur HersteUung 
der Verbindung zwischen Front- und Ruckplatte sowie dem 
Stflczgerusi (3) zu einer monolithischen Struktur. Der Quer- 
65 schrritt und die GroBe des Hohlraurns (6) kann erfi ndungsge- 
maB kann je nach Anwendung beliebig (z. B. rund, viclek- 
kig, secheckig) sein und ist ertmdungsmaBig mirerfaBL Es 
hat sich als zweckmaBig crwiesen, die Ruckplatte (2) Oder 
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die Seitenwande (7) mit EntliJftungsbohrungen (8), wie aus 
'Fig. 1 ersicbtlich. zu versehen. In dem Ausfuhrungsbeispiel 
ist die Frontplatte (1), die Ruckplatte (2) und das Stlitzgerust 
(3) aus kurzfaserverstfirktem C/SiC hergestellt. In analoger 
Weise konnen als Werkstoff flir die Front- und Ruckplatte 
sowic die rohrfbnnigen oder plattenf&nnigen Teile des 
Sttitzgerusts auch C/C- Verb und werkstoffc mil Kurzfaser- 
und/oder Filz- und/oder Vlies-VecstSrkung oder faserver- 
siarkter Keramiken mit kondnuierlicher Faserverstarkung 
auf der Basis von C/C und C/SiC verwendet werden. 

Anhand der Fig- 3 und 4 wird nachfolgend eine zwcite 
Moglichkeit zur Bildung ciner bochsteifcn Leichtgewicht- 
slruktur aus faservcrstarkter Kcramik beschrieben. Anstelle 
der rohrfbrmigen Telle sind bei diesem Ausfuhrungsbeispiel 
fur die Herstellung des Stutzgeriists (3) platten- bzw- lei- 
stenfdrraige Teile aus fascrverstarkter Keramik (C/C und/ 
oder C/SiC) zwischen die Front- und Ruckplatte aus faser- 
vcrstarkter Keramik (C/C und/oder C/SiC) aufgestellt und 
verklebt worden. Nach Verbinden des so hcrgestellten Siiiiz- 
geriists (3) mit der FrontplaUe (1) und der Ruckplatte (2) 
entsteht dann, wie im Zusammenhang in Fig. I und 2 be- 
schrieben, durch die Infiltration mit flussigem Silicium so- 
wie die Reaktion zu Siliciumcarbid eine hochsteife Leicht- 
gewichtstruktur in mcmolithischer Bauweise. Dabei kann 
der Quersehnitt des plaiten-/leistenformigen Stutzgeriists, 
die Abstande zwischen den Leisten und die Winkelanord- 
nung der StUtzleisten beliebig variieren. Das erfinderische 
Verfahren sicht auch erne Kombination von rohrfbrmigen 
und leisicnformigen und plattenfarmigen StUtzstrukturen 
zwischen Front- und RUckplaite vor. Seibstverstandlich 
konnen die Front- und Ruckplatte sowohl plan als auch 
spharisch ausgebildet sein. Die Shit2konstruktion muB dann 
vor dem Zusararnenbau zum Halbzeug bzw. vor der Infiltra- 
tion zum keramischen monotithischen Bauteil entsprcchend 
raechanisch bearbeitel werden. 

In Fig. 5 sind entsprecheodc Vertikalschniite durch mdg» 
lichc Anordnungen zur Herstellung von erftndungsgema- 
Ben- hochsteifen Leichtgewichtstrukturen mit einern U-fbr- 
migen, Y-fbrmigen, T-fbrmigen und T-formigen Stutzgerust 
(3) zwischen Front(l) und Ruckplatte (2) abgebildet. 

Fig, 6 zcigt die Draufsichi auf cine -Anordnung zur Her- 
stellung einer erfindungsgemaflcn hochsteifen Leichtge- 
wichtstruktur mit zylinderfbnnigem Stutzgerust (3) zwi- 
schen der Front- (1) und Rllckplatte (2). Diese hochsteife 
Leichtgewichtstruktur aus faserversiarkter Keramik in mo- 
noHlhischer Sandwich-Bauweise mit den Abmessungen 
1200 x H0O x 60 mm 3 dient beispielsweise als Lascr-MeB- 
tisch. 

Wie sich aus den Egurenbcschreibungen ergibt, laBt sich 
das StUtzgeriisl von erfindungsgcm&Ben hochsteifen Leicht- 
gewichtstrukturen und damit die Leichtgewichtstruktur 
selbst in einfacher Weise und aus einfachen Bauteilen und 
damit preiswert herstellcn, ohne daB bci der Herstellung des 
Stutzgeriists Risse auftreten ktinnen. 

Patentanspruche 

1. Leichtgewichtstrukturen mit einer FrontplaUe (J), 
einer Ruckplatte (2) und einem Stutzgeriist (3), wobei 
diese Teile aus teramischem Material bcslchen, da- 
durch gekennzeichnet, dab die FrontplaUe (1), die 
Ruckplatte (2) und das Stutzgeriist (3) aus kohlenstoff- 
faserverstarkiem Siliciumcarbid (C/SiC) oder kohlcn- 
stoffaserverstarktem Kohlenstoff (C/C) bestehen und 
keramisch Oder mechanised miteinander vcrbunden 
sind und eine monolithische Strukcur bilden, 

2. LeichtgewjchLstrukturcn, insbesondcre fllr MeB-, 

nru). Rp.arhAinin^Rzwecke. die zwischen einer 
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FrontplaUe (1) aus faserverstarkicr Keramik und ciner 
Ruckplatte (2) aus faserversiarkter Keramik ein mit 
dicscn Platten unverruckbar vcrbundenes StiHzgerusi 
(3) aus fascrverstarkter Keramik aufweisen, wobei die 
jeweils fdr die Platten und das SlOtzgerust ausgewahl- 
ten keramischen Verbundwerkstoffe, vorzugsweise 
IcohlcnstoffaserverstSrkte Kohlenstoffc (G/C) oder 
kohknstoffaserverstarkte Siliciumcarbide (C/SiC), 
gleiche thermische AusdehnungskoefSzicnien aufwei- 
sen, dadurch gekennzeichnct, daB das faserverstfirkte 
SlUtzgerust (3) aus leisten- und/oder platten- und/oder 
rohrfbrmigen und/oder T-formigen und/oder U-formi- 
gen und/oder T-formigen und/oder Y-fbrmigen Teilen 
besteht, die miuels eines Kunstharzcs und/oder mecha- 
nisch uber Schrauben oder Bolzen aus faserversiarkter 
Keramik unverriickbar untereinander, einen Hohlraum 
beliebiger Geometric und GroBe bildend, verbunden 
sind und in einem TemperaturprozeB bei Temperatureu 
von >1405°C untcr SauerstofTausschluB Uber die Fliis- 
sigsilizicriechnik mit Silicium zu einem monolithi- 
schen Baulcil zusammensiliziert und Komit gefugt wer- 
den. 

3. Leichtgewichtstrukturen nach einem der vorherigen 
Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, daB die Pront- 
platte (1), die Ruckplatte (2) und das Sluizgerust (3> je- 
weils aus einem Oder mehrercn C/C- und/oder C/SiC- 
Segmenten im Halbzeug aufgebaut sind und dieses 
Halbzeug uber die Infiltration mit Silicium bei Ifempe- 
raturcn von >1405°C zu einer monolithiscben Soruktur 
aus faserverstarktcr Keramik, vorzugsweise kohlen- 
RtofraservcrstSrktem SiUciumcarbid, zusammensili- 
ziert wird. 

4. Leichtgewichtstrukturen nach einem der vorherigen 
Anspriiche, dadurch gekennzcichnet, daB die Front- (1) 
und Ruckplatte (2) und das StUtzgertist (3) vor der Sili- 
zierung aus faserversiarkter Keramik, insbesondcre. 
kohlenstorTaservcrstarktem Kohlenstoff (C/C) beste- 
hen und durch die Riissigsilizierung mit Silicium bei 
lernperaturen zwischen 1400°C und 2100°C zu einem 
monolithischen Baulcil aus kohlenstofl^serversLarktem 
Siliciumcarbid (C/SiC) infillricrt und abroagiert wer- 
den. 

5. Leichtgewichtstrukturen nach einem der vorherigen 
Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB die Stiii2- 
su*uktur (3) zwischen- der Front- (1) und Ruckplatte (2) 
aus leisten- und/oder platten- und/oder rohrfornugen 
und/oder T-formigen und/oder U-fdrmigen und/oder T- 
formigen und/oder Y-Rirmigen Teilen besteht, welche 
in Abhangigkcit von Anzahl, GroBe und Abstand zwi- 
schen einander cntsprecbende Hohlraume beliebiger 
Geometric zwischen der Front- und Rllckplatte ausbil- 
den und somit die Leichtgcwichtung der monolithi- 
scben Sandwich-Strukturbeeinflussen. 

6. Leichtgewichtstrukturen nach einem oder mehreren 
der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeich- 
net, daB die Frontplatte (1) und/oder die Ruckplatte (2) 
auf ihrer der Stutzstruktur (3) zugekehnen Oberflache 
eine Klebe- oder Sinterschicht aufweist, die aus Fhe- 
nolharz und/oder KohlenstotTpulver (RuB oder Gra- 
phit) und/oder Silicium und/oder Siliciumcarbid und/ 
Oder Kohlenstoff asem oder einer Misehung daraus gc- 
bildet ist, wobei sich die Klebe- oder Sinterschicht bci 
der mermischen Bchandlung mit Flussigsihzierung zu 
Siliciumcarbid oder kohlenstoffaserverstarktem Silici- 
umcarbid umwandelt und somit die gleiche oder eine 
ahnliche Zusamrnensetzung und Eigenschaften wie die 
Front- und RUckplatte oder Stutzstruktur aufweist. 

7. \ferfahren zur Herstellung einer Leichlgewicht- 
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Struktur nach einem Oder mehrcren der vorhergehendcn 
AnsprUche, bei dem eine Frontplalic (1) aus C/C, eine 
RUckplatte (2) aus C/C und ein Sttltzgenist aus C/C (3) 
unverruckbar miteinandcr vexbundeo werden, dadurch 
gekennzcichnet, daB zur Bildung des Stutzgcrttsts (3) 5 
7-wischen einer From- (1) und einer RUckplatte (2) lei- 
sienftrmige Teile und/oder plattenformige Telle und/ 
oder rohrfbrmige und/odcr T-fbrmigcn und/oder U-fo> 
migen und/oder T-fonmgen und/oder Y-fdrmigen Teilc 
au$ C/C oder C/SiC aufgestellt und die Kontaklllachen 10 
mit cinem Kunsiharz zusammengeklebt und damii das 
Halbzcug zusammengehallcn wird, danach diese An- 
ordnung in einem Ofen unter Aufrcchterhaltung einer 
nichi oxidicrcnden Atmosphare auf mindestens die 
Schmelztemperatur voo Silicium (>1405°C) erhita, 15 
dafi Silicium in die Stmktur penetriort und zumindest 
teilweise mit dem aQgebotenen KohieustorT zu Silici- 
umcarbid abreagicrt und nach dexn Abkuhlen das so er- 
haltene StutzgcrtJst (3) mit der Fronlplatte (1) und der 
Ruckplatte (2) unverrtickbar zu einer monoliihischen 20 
Leichtgewichtstruktux hoher Steiligkeit bestehcnd aus 
kohlcnsloffaserverstarktcm Siliciumcaroid (C/SiC) 
verbundcn wird. 

8. Verfahrcn zur HerstelUmg einer bochstejfen Leicbt- 
gewichlstruktur nach einero oder mehrercn der vomer- 25 
gehenden Ansprucbe, dadurch gekennzeichnci, daB das 
zur Infiltration und Reaktion des Halbzeugs bei dem 
thenraschen ProzeB ZUT Verfugung gestelltc Silicium 
ais Pulver und/oder als Granulat und/odcr als Silicium- 
Forrnicorper der LeichtgewichistrukLur von inncn und/ 30 
oder von auBen insbesondere von oben und/oder unten, 
angeboten wird 

9. Verfahren zur Herstellung einer hocbsteigen Lricht- 
gewichtstruktur nach einem oder mehreren der vomer- 
gcbenden AnsprOche, dadurch gekennzeichnee, dafl die *s 
Leichtgewichtsirukturen aus faserverstarkter Keramik 
eine kontinuierliche Faserverstaikung aus Geweben 
und/oder eine Kurzraservcrsxaikung und/oder eine Filz 
bzw, VLiesverstarkuitg aufweiaen und diesc Faserver- 
st&rkungen vorzugsweisc aus Kohlcnsiotfasern bestcht, 40 



Hicrzu 3 Seite(n) Zeichnungen 
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